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 :درساهداف  ✓

به ویژه دیودهاي سیلیکاني، ترانزیستورهاي پیوندي دو قطبي و   رسانا مباني افزاره هاي نی آشنا سازي دانشجویان با   .  .1

 . یدانيمترانزیستورهاي اثر 

 عملی بود، نوع آموزش در توضیحات بیان شود( -)در صورتی که واحد عملی یا نظری ارائه در کلاس:رئوس مطالب و برنامه  ✓

 توضیحات  موضوع جلسه درس  شماره جلسه

  Si  تک عنصري و خواص الکترونیکي نیمرساناي  مباني فیزیکي اول هفته

 دوم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :p-nدیدوهاي پیوندي 

 مستقیم و معکوس اسهاي یساختار نوار در حالت تعادل و با

   ول عملکرد در بایاسهاي مستقیم و معکوساص

 

 سوم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :p-nدیدوهاي پیوندي 

 مشخصه جریان ولتاژ در حالت ایده آل

 در بایاس مستقیم  احیه تهيیب در نترک غیر ایده آلپدیده 

 

 چهارم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :p-nدیدوهاي پیوندي 

 ، در بایاس مستقیم  شدید حامل روي  تزریقغیر ایده آل  پدیده

 دیود I-Vپدیده هاي غیر ایده آل در بایاس مستقیم روي مشخصه   اپر

 

 پنجم هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :p-nدیدوهاي پیوندي 

 دربایاس معکوس دیود ولید حامل در ناحیه تهي ت غیر ایده آل پدیده

   زبهمني   شکست

 

 ششم  هفته

 1جلسه 

 2جلسه 

 :p-nدیدوهاي پیوندي 

 : p-nدیدوهاي پیوندي   در  شکست زنر 

 1امتحان 

 

 هفتم هفته

 1جلسه 

 : npn قطبي پیوندورهاي دو ترانزیست

 در حالت تعادل ترانزیستورساختار نوار 
 



 

 فعال، اشباع و قطع اسهاي یبادر  ترانزیستور ساختار نوار  2جلسه 

 هشتم هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 : npn قطبي پیوندورهاي دو رانزیستت

 فعال تور در بایاسس اصول عملکرد ترانزی

 در بایاس فعال جریان امیترانباره بیس و 

 

 نهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 : npn قطبي پیوندورهاي دو رانزیستت

 دربایاس فعال  مولفه هاي جریان بیس

 در بایاس فعال جریان ناشي از تزریق از امیتر به بیس

 ناشي از ترکیب حامل در بیس. انباره بیس و جریان 

 

 دهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

  npn قطبي پیوندورهاي دو رانزیستت

 ( BEV 0<دوحالت ایده آل و غیر ایده آل ) در   BEV-BI ولتاژ -مشخصه جریان 

 دربایاس فعالدوحالت ایده آل و غیر ایده آل در   CBV-CI ولتاژ -مشخصه جریان 

 

 یازدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

  npn قطبي پیوندورهاي دو رانزیستت

 دربایاس فعال عيق یک ترانزیستور وا  CI-β مشخصه

 رانزیستور ت روفایل ناخالصي در بیس روي سرعت پثر ا

  

 دوازدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 

 2امتحان 

 :MOSخازن 

 در حالت تعادل وبایاسهاي مستقیم و معکوس مباني فیزیکيو نوار  ساختار

 

 سیزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 :MOSخازن 

 (Inversion) ، و وارون (depletionنوار تخت، تهي ) حالتهاي

 (HF)و بال (LF) خازن در فرکانسهاي پایین C-Vمشخصه هاي  

 

 چهاردهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 (MOSFET) سفت تور اثر میداني ما س ترانزی

 و اصول عملکرد   ترانزیستور، ساختار نوارساختار 

 TV ولتاژ آستانه

 

 پانزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 (MOSFET) سفت تور اثر میداني ما س ترانزی

 TV> DV در وراي آستانه     DV-DIمشخصه جریان ولتاژ  

 TV <DV در زیر ولتاژ آستانه  DV-DIمشخصه جریان ولتاژ  

 

 شانزدهم  هفته

 1جلسه  

 2جلسه 

 هاي مدرن ماسف

 فتار ترانزیستورر اثر اشباع سرعت در 

 DV-DIاثر کانال کوتاه روي مشخصه  

 

   روش ارزشیابي: ✓

   ششم و آغاز هفته دوازدههفته انتهاي در  برگزاري دو امتحان در طي نرم جاري( 1 ✓

 جلسات پرسش و پاسخ با دانشجو ( 2 ✓

 :  نابعم ✓

1. Physics of Semiconductor Devices, S.M. Sze, Kwok K. Ng, 2006, Wiley- 

ISBN:9780470068328 

2. Modeling of the MOS Transistor, Yannis Tsividis and Colin McAndrew, 2011, Oxford University 

Pres- ISBN 978-0-19-517015-3. 

https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/

